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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมในกระบวนการตดัแผน่เวเฟอร์ใน
การผลิตทรานซิสเตอร์ การทดลองน้ีใชเ้คร่ืองตดัแผน่เวเฟอร์รุ่น Disco DAD 522 และใบมีดรุ่น   
KH3-0820 ในการตดัเผน่เวเฟอร์ ซ่ึงมีชิพท่ีมีขนาด 0.4 x 0.4 มิลลิเมตร 61,000 ตวั ต่อแผน่เวเฟอร์            
1 แผ่น โดยการทดลองไดว้ดัขนาดการบ่ินของแผ่นชิพซ่ึงเกิดจากแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดั      
ผลการบ่ินของชิพท่ีไดคิ้ดจากค่าเฉล่ียของการบ่ินทั้ง 4 ดา้น (ค่าท่ีมากท่ีสุดแต่ละดา้น) จากการสุ่ม
วดัการบ่ินแผ่นชิพ 100 ตวั การทดลองเร่ิมจากการออกแบบการทดลองแบบเศษส่วนเชิง             
แฟกทอเรียลแบบ 1/2 โดยแต่ละปัจจยัมี 2 ระดบั โดยทาํการกรองปัจจยั 4 ปัจจยัไดแ้ก่                     
1) ความเร็วรอบในการตดั 2) อตัราการป้อนมีด 3) ความลึกในการตดั และ 4) อตัราการฉีดนํ้ าหล่อ
เยน็ พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการบ่ินของแผน่ชิพอยา่งมีนยัสาํคญัคือ ความเร็วรอบในการตดั อตัราการ
ป้อนมีด  และ  อัตราการฉีดนํ้ าห ล่อ เย็น  จากนั้ นใช้การทดลองแบบส่วนประสมกลาง               
(Central Composite Design ; CCD) เพื่อวิเคราะห์หาผลตอบท่ีดีท่ีสุด โดยท่ีผลการทดลองของขนาด
การบ่ินของแผ่นชิพท่ีระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.05 พบว่าค่าท่ีเหมาะสมของตวัแปรต่าง ๆ คือ 
ความเร็วรอบในการตดั เท่ากบั 30,000 รอบต่อนาที อตัราการป้อนมีด เท่ากบั 20 มิลลิเมตรต่อวินาที 
และ อตัราการฉีดนํ้าหล่อเยน็ เท่ากบั 1.20 ลิตรต่อนาที ซ่ึงทาํใหค้่าเฉล่ียของการบ่ินของแผน่ชิพมีค่า
นอ้ยท่ีสุด คือ 0.0058 มิลลิเมตร และเม่ือนาํไปดาํเนินการจริงพบว่าสามารถลดปัญหาการบ่ินของ
แผน่ชิพจากเดิม 16.96 % ลดลงเหลือ 3.8 % 
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ABSTRACT 

This research is about determining appropriate parameters for the process of chip-wafer 
sawing in transistor production minimizing chipped off chips. The experiment used a series Disco 
DAD 522 sawing machine and blade number KH3-0820 to saw wafers in small squares sized    
0.4 mm x 0.4 mm. A total of 61000 chips were produced. Of the chipped off in four sides chips 
100 were randomly selected. These were measured and averaged to investigate the optimal 
parameters for the sawing process. A two-level, one-half fractional factorial experimental design 
was selected. It consisted of four parameters:  (1) RPM cutting speed, (2) feed rate, (3) depth of 
cut, and (4) wafer cooling flow rate. We found that, cutting speed, feed rate and wafer cooling 
flow rate were the significant parameters in the chipped off of chip-wafer sawing. A second 
design was chosen to examine the optimized values of each parameter. This design was a central 
composite desig. We found that the cutting speed of 30,000 RPM, feed rate of 20 mm/s, and 
cooling flow rate of 1.20 L/min are the minimal optimized values for wafer sawing with a 
significance level of 0.05 to achieve the averaged chipped size of 0.0058 mm of the chip-wafer. 
This set of values reduced the chipped off from 16.96% to 3.8%. 

 
 


